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【序論】酸化亜鉛（ZnO）は，資源が豊富かつ安価で

あり，3.37 eV のワイドバンドギャップ，透明導電性，

圧電性，熱電性など様々な機能性を有し，多様な応用

が期待されている． 紫外線センサやガスセンサなどの

センシングデバイスもその一例であるが，これら表面

を利用するデバイスにおいては，ナノ構造化に伴う比

表面積の増大が性能向上に寄与することが報告されて

いる [1]．これまでに多様な方法での ZnO ナノ構造成

長が報告されているが，我々は化学溶液析法（Chemical 

Bath Deposition, CBD）に注目している．CBD 法は，装

置がシンプルかつ安価であり，100℃以下の比較的低温

のプロセスであることから耐熱性の乏しい高分子基板

上へのナノ構造形成など無機-有機ハイブリッドデバ

イス作製適応の潜在的可能性を有する. 

我々は，これまでイオンプレーティング（IP）法で

作製した Ga 添加 ZnO（GZO）薄膜シード層上へ CBD

法による ZnO ナノロッド（NRs）の成長と形態制御に

ついて報告してきた [2]. 現在，ZnO との良質なショ

ットキー接合の形成が報告されている PEDOT:PSS と

CBD法 ZnO NRsとの無機-有機ハイブリッドヘテロ接

合による紫外線受光デバイスへの応用を検討してい

る. 

【実験方法】シード層には，IP 法によりガラス基板上

に堆積した 200nm 厚 GZO 薄膜を用いた．CBD 溶液に

は，硝酸亜鉛六水和物 (ZnNit) とヘキサメチレンテト

ラミン (HMT) を同一濃度で混合した水溶液を用い，

バス温度 90 ℃で成長を行った．PEDOT:PSS 層は，回

転速度 3000-4000 rpm，堆積時間 30 sec で，CBD ZnO 

NRs 上にスピンコーティング法によって堆積した後，

大気中，80 ℃，20 min 間のアニーリングを施すこと

で作製した．PEDOT:PSS/ZnO NRs/GZO 構造の電流-

電圧特性は，PEDOT:PSS 層表面と GZO 層間で測定し

ている.  300 mW キセノンランプからの白色光を分

光して得た波長 365 nm の紫外光照射下での光電流測

定も行っている. 

【結果と考察】X線回折（XRD）測定より，成長した

全ての ZnO NRsの XRDパターンでは(002)ピークが支

配的であり，基板面に対して c 軸が垂直に配向してい

ることが明らかになった．走査型電子顕微鏡（SEM）

観察より, 成長時間に伴い平均長及び平均幅は増加し，

成長時間 240 min においてそれぞれ~840 nm 及び~85 

nm であることが明らかになった．フォトルミネッセ

ンス（PL）スペクトルでは，~380 nm のバンド端 (NBE) 

発光と酸素過剰の ZnOで観察される~600 nmにピーク

を持つブロードなオレンジ色 (OB) 発光とが共存し

ていた．OB 発光強度と NBE 発光強度の比 (IOB/INBE) 

は，成長時間 30 min と 240 min の試料で、それぞれ 2.5

及び 0.8 であり，ZnO NRs の成長時間に伴って OB 発

光強度は減少していた． 

ヘテロ構造断面の SEM 観察より，スピンコーティ

ング法によって堆積された PEDOT:PSS 層の膜厚は

~900 nm と求まった．PEDOT:PSS を GZO シード層上

に直接堆積した PEDOT:PSS/GZO 構造においては，明

確な整流特性が得られなかった．一方，Fig. 1 に示す

ように ZnO NRs が挿入された PEDOT:PSS/ZnO 

NRs/GZO 構造においては，整流特性が得られている．

また，今回作製したヘテロ接合の幾つかにおいて光電

流が観察されており，現在，デバイス作製条件と光電

流の関係，光電流の応答特性等を検討している． 
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Fig. 1. Current density J - voltage V characteristic of a 

PEDOT:PSS /ZnO NRs/ GZO heterojunction. The inset 

shows a schematic diagram of a device structure. 
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